






高嶋 宏文， 岡田 裕之， 女川 博義
Electron emission characteristics of three terminal vacuum microelectronic 
devices using sidewall formation process 
Hirofumi Takashima， Hiroyuki Okada and Hiroyoshi Onnagawa 
側壁形成工程を用いた微細形状真空三端子デバイスの電子放出特性について検討した。 サイドウオール構
造を形成し， その上に電極層を蒸着することでエミッタ， ゲートの1000Ä微小ギャップを形成する。 そして
対向アノードを設けた表面伝導型電子エミッタ構造のデバイスである。 ファウラーノルドハイム型の電子放







近横型構造を 有 す る表 面伝導型電 子 エ ミ ッ タ
(SCE) デバイスによる低駆動電圧動作が報告され




2 . 実 験
作製したデバイス構造を図1に示す。熱酸化された
Si基板上 に， 下層レジスト(PR: OFPR船o(東京応
化))を40∞Aスピンコートし. 2印℃でハードベーク
を行う。その後， モリブデン (Mo) を10∞Ä. ポリ
メタクリル酸メタクリレート(PMMA)をω∞A形















































O. 企， ムは各々エミッタ電流Ie(ア ノード電圧V
a=160V). アノード電流Ia(Va=160V). Ie (Va= 
200V). Ia (Va=200V) である。 ア ノード電流の
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